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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 4 

วงจรขยายด�วยทรานซิสเตอร�แบบไบโพล#า 
 
หัวข�อเน้ือหา 

1. วงจรขยายทรานซิสเตอร�แบบไบโพล�า (BJT Amplifier circuit) 
2. วงจรขยายแบบอิมิตเตอร�ร�วม (Common emitter amplifier) 
3. วงจรขยายแบบคอลเล็กเตอร�ร�วม (Common collector amplifier) 
4. วงจรขยายแบบเบสร�วม (Common base amplifier) 
5. ทรานซิสเตอร�ทํางานลักษณะสวิตช� (Transistor operating in switch) 

 
วัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม  

1. เพ่ืออธิบายคุณลักษณะวงจรขยายดGวยทรานซิสเตอร� 
2. เพ่ืออธิบายการทํางานของวงจรไบอัสทรานซิสเตอร� 
3. เพ่ือบอกข้ันตอนการคํานวณหาค�าตัวแปรต�าง ๆ ในวงจรไบอัสทรานซิสเตอร� 
4. เพ่ือคํานวณหาค�าตัวแปรต�าง ๆ ในวงจรไบอัสทรานซิสเตอร� 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีสอน 
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 
1.2 วิธีสอนแบบอภิปราย 
1.3 แสดงตัวอย�างวิธีการคํานวณค�าต�าง ๆ ในวงจร 
1.4 วิธีสอนแบบเนGนการเรียนรูGดGวยตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 อธิบายทฤษฎีท่ีเก่ียวขGองกับวงจรขยายดGวยทรานซิสเตอร�แบบไบโพล�า 
2.2 อธิบายการทํางานวงจรขยายดGวยทรานซิสเตอร� 
2.3 แสดงตัวอย�างวิธีการคํานวณค�าต�าง ๆ ในวงจร 
2.4 นักศึกษาทําแบบฝUกหัด 
2.5 ใหGการบGานนักศึกษา 

   
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส� 1 
2. กระดานไวท�บอร�ด 
3. โปรเจคเตอร� 
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การวัดผลและการประเมินผล 
1. การเขGาเรียน 
2. การบGาน 
3. สอบกลางภาค 
4. สอบปลายภาค 
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บทท่ี 4 

วงจรขยายด�วยทรานซิสเตอร�แบบไบโพล#า 
 

4.1 วงจรขยายด�วยทรานซิสเตอร�แบบไบโพล#า (BJT Amplifier circuit)  
 

รูปท่ี 4.1 (ก) แสดงวงจรขยายอีมิตเตอร�ร�วมท่ีเทียบเคียงการไบอัสแรงดันดีซี และมีสัญญาณ
อินพุต รูปท่ี 4.1 (ข) แสดงกราฟคุณลักษณะทางดีซีย�านการทํางานของทรานซิสเตอร� ทรานซิสเตอร�
แบบไบโพล�ามีย�านการทํางาน 3 ย�าน คือ ย�านไม�ทํางาน (Cutoff) ย�านอ่ิมตัว (Saturation) และย�าน
ฟอร�เวอร�สแอคทีฟ (Forward active) การไบอัสทรานซิสเตอร�ใหGทํางานเป\นวงจรขยาย จะตGองไบอัส
ทรานซิสเตอร�ใหGทํางานในย�านฟอร�เวอร�สแอคทีฟ การประยุกต�ใชGงานทรานซิสเตอร�เป\นสวิตช�จะทําการ
ไบอัสใหGทรานซิสเตอร�ทํางานในย�านอ่ิมตัว รูปท่ี 4.1 (ค) แสดงกราฟคุณลักษณะทางดีซีท่ีถูกแสดงใหGเห็น
ถึงการไบอัสในย�านฟอร�เวอร�สแอคทีฟ เพ่ือใหGทรานซิสเตอร�ทําการขยายสัญญาณ หากไบอัสใหG
ทรานซิสเตอร�ทํางานในค�าท่ีเหมาะสม สัญญาณท่ีถูกขยายจะไม�มีการผิดเพ้ียน 

 

t  
(ก)            (ข)      (ค) 

รูปท่ี 4.1 (ก) วงจรขยายซอสร�วม (ข) กราฟคุณลักษณะทางดีซี และ (ค) กราฟคุณลักษณะทางดีซีแสดง
จุดทํางานท่ีเหมาะสม  

 
วงจรขยายดGวยทรานซิสเตอร�จะตGองมีการจัดไบอัสท่ีเหมาะสม เพ่ือเลือกจุดทํางานท่ีเหมาะ 

(Quiescent operation point; Q-point) เพ่ือนําวงจรไปขยายสัญญาณขนาดเล็กตามท่ีไดGออกแบบไวG 
ดังไดGกล�าวมาแลGวในการทดลองท่ี 3 วงจรขยายท่ีใชG BJT สามารถต�อวงจรไดG 3 แบบ คือ 

ก. วงจรขยายอีมิตเตอร�ร�วม (Common emitter amplifier) 
ข. วงจรขยายคอลเล็กเตอร�ร�วม (Common collector amplifier) 
ค. วงจรขยายเบสร�วม (Common base amplifier) 
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4.2 วงจรขยายอีมิตเตอร�ร#วม (Common emitter amplifier) 
 

รูปท่ี 4.2 แสดงวงจรขยายอีมิตเตอร�ร�วม (Common emitter amplifier) วงจรจะต�อขาอีมิต
เตอร�ร�วมกับกราวด� สัญญาณอินพุตเขGาท่ีขาเบส และเอาต�พุตออกท่ีขาคอลเล็กเตอร� อัตราขยายแรงดัน 
(Av) ของวงจรคํานวณไดGจากสมการ 

 

  
   (ก)      (ข) 

RC

VCC

Q1

R1

R2 RE

vin

C1

C3

C2 vout

 
(ค) 

รูปท่ี 4.2 วงจรขยายอีมิตเตอร�ร�วม (ก) วงจรไบอัสคงท่ี (ข) วงจรไบอัสแบบแบ�งแรงดัน และ (ค) วงจร
ไบอัสแบบแบ�งแรงดันแบบมี RE 

 

          ( )out
v m o C

in

v
A g r R

v
= = − �                (4.1) 

 
สมมุติใหG ro =∝ Av มีค�าเท�ากับ 
 
          v m CA g R≅ −                           (4.2) 
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ค�าทรานส�คอนดักแตนซ� (gm) มีค�าเท�ากับ  
 

          C
m

T

I
g

V
=                   (4.3) 

 
โดยท่ี VT = 25 – 26 mV ค�าความตGานทานเสมือนท่ีขาเบส (rπ) มีค�าเท�ากับ  
 

          
m

r
g

π
β

=                         (4.4) 

 
ค�าความตGานทานทางอินพุต (Rin) หาไดGจากสมการ 
 
          Rin = rπ // R1 // R2       (4.5) 
 
ค�าความตGานทานทางเอาต�พุต (Rout) หาไดGจากสมการ 
 
         Rout = RC                  (4.6) 
 
ตัวอย#างท่ี 4.1 รูปท่ี 4.3 แสดงวงจรขยายอีมิตเตอร�ร�วม กําหนดใหGทรานซิสเตอร�ชนิด NPN มี β = 

100, VBE(on) = 0.7 V และ VA = ∝ ทําการหาค�า Av Rin และ Rout 
  

 
รูปท่ี 4.3 วงจรขยายอีมิตเตอร�ร�วม 
 
วิธีทํา  ทําการหากระแส IB ดGวยวิธีการเทวินิน แรงดันเทวินิน (VTh) เท�ากับ 

 

                   2

1 2
Th CC

R
V V

R R
=

+
                 (4.7) 
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20

12
100 20

k
V

k k
= ×

+

Ω

Ω Ω
                (4.8) 

 
           = 2 V 

 
และค�าความตGานทานขาออกของวงจรเทียบเทียงเทวินิน (RTh) เท�ากับ 
 

                  1 2

1 2
Th

R R
R

R R
=

+
                 (4.9) 

 

                  
100 20

100 20Th
k k

R
k k

×
=

+

Ω Ω

Ω Ω
              (4.10) 

 
           = 16.67 kΩ 

 
สมมุติใหGทรานซิสเตอร�แบบไบโพล�าทํางานในย�านฟอร�เวิร�ดแอคทีฟ กระแส IB มีค�าเท�ากับ 
 

           Th BE
B

Th

V V
I

R

−
=                (4.11) 

 

              
2 0.7

16.67

V V

k

−
=

Ω
               (4.12) 

 
           = 78 µA 

 
และกระแสคอลเล็กเตอร� (IC) มีค�าเท�ากับ 

 
           IC = βIB      (4.13) 
 

          = 100 x 78 µA     (4.14) 
 
          = 7.8 mA 

 
แรงดันระหว�างคอลเล็กเตอร�และอิมิตเตอร� (VCE) ของจุดทํางานสงบซ่ึงมีค�าเท�ากับ 

 
         VCE = VCC - ICRC     (4.15) 
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              = 12 V – (7.8 mA x 1 kΩ)   (4.16) 
 
              = 4.2 V 
ค�า gm มีค�าเท�ากับ  
 

          C
m

T

I
g

V
=                 (4.17) 

 

               
7.8

312 /
25

mA
mA V

mV
= =               (4.18) 

 
Av มีค�าเท�ากับ 
 

      v m CA g R= −      (4.19)  
 
              = – 312 mA/V x 1 kΩ    (4.20) 
 
              = 312  
 
ค�า rπ มีค�าเท�ากับ  
 

          
m

r
g

π
β

=                       (4.21) 

 

             
100

320.5
312 /mA V

= = Ω               (4.20) 

 
ค�า Rin หาไดGจากสมการ 
 
          Rin = rπ // R1 // R2     (4.22) 
 
              = 320.5Ω // 100 kΩ // 20 kΩ   (4.23) 
 
              = 314.45 Ω 
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ค�า Rout หาไดGจากสมการ 
 
         Rout = RC                (4.24) 
 
              = 1 kΩ 
 
ตัวอย#างท่ี 4.2 กําหนดใหGทรานซิสเตอร�ในวงจรขยายอีมิตเตอร�ร�วมในรูปท่ี 4.4 มี β = 100 VBE(on) = 
0.7 V และ VA = ∞ ทําการหาค�า Av Rin และ Rout  
 

RC

Q1

R1

R2 RE

vin

C1

C3

C2

vout500 k

500 k 500 

3 k

VCC = 5V

 
รูปท่ี 4.4 วงจรขยายอีมิตเตอร�ร�วม 
 
วิธีทํา  แรงดันเทวินิน VTh = 2.5 V และค�า RTh = 250 kΩ สมมุติใหGทรานซิสเตอร�แบบไบโพล�าทํางาน
ในย�านฟอร�เวิร�ดแอคทีฟ กระแส IB มีค�าเท�ากับ 
 

           Th BE
B

Th E

V V
I

R Rβ

−
≅

+
               (4.25) 

 

              
( )

2.5 0.7

250 100 500

V V

k

−
=

+ ×Ω Ω
             (4.26) 

 
           = 11.9 µA 

 
และกระแส IC มีค�าเท�ากับ 

 
           IC = βIB      (4.27) 
 

          = 100 x 11.9 µA    (4.28) 
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          = 1.2 mA 
 
แรงดัน VCE ของจุดทํางานสงบซ่ึงมีค�าเท�ากับ 

 
         VCE = VCC - ICRC     (4.29) 
 
              = 5 V – (1.2 mA x 3 kΩ)   (4.30) 
 
              = 1.4 V 
 
ค�า gm มีค�าเท�ากับ  
 

          C
m

T

I
g

V
=                 (4.31) 

 

              
1.2

48 /
25

mA
mA V

mV
= =               (4.32) 

 
Av มีค�าเท�ากับ 
 

     v m CA g R= −      (4.33) 
 
              = – 48 mA/V x 3 kΩ    (4.34) 
 
              = 144  
 
ค�า rπ มีค�าเท�ากับ  
 

          
m

r
g

π
β

=                       (4.35) 

 

             
100

83,333.33
1.2 /mA V

= = Ω              (4.36) 

 
ค�า Rin เขียนไดGว�า 
 
          Rin = rπ // R1 // R2     (4.37) 
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              = 83333.33Ω // 500 kΩ // 500 kΩ  (4.38) 
 
              = 62.5 kΩ 
 
ค�า Rout มีค�าเท�ากับ 
 
         Rout = RC                (4.39) 
 
              = 3 kΩ 
 
4.3 วงจรขยายคอลเล็กเตอร�ร#วม (Common collector amplifier) 

 

รูปท่ี 4.5 แสดงวงจรขยายคอลเล็กเตอร�ร�วม (Common collector amplifier) วงจรจะต�อขา
คอลเล็กเตอร�ร�วมกับกราวด� สัญญาณอินพุตเขGาท่ีขาเบส และสัญญาณเอาต�พุตออกท่ีขาอีมิตเตอร� การ
ทํางานของวงจรสามารถอธิบายไดGดังนี้ เม่ือสัญญาณอินพุตเขGาท่ีเบส ทรานซิสเตอร�จะทําการรักษาระดับ
แรงดัน VBE ใหGคงท่ี ดังนั้น สัญญาณเอาต�พุตมีค�าเท�ากับสัญญาณอินพุต อัตราขยายแรงดันของวงจรมีค�า
เท�ากับ 

 

                   E
v

e E

R
A

r R
≅

+
                 (4.40) 

 
เนื่องจาก re มีค�านGอยมาก อัตราขยายของวงจรคอลเล็กเตอร�ร�วมมีค�าประมาณหนึ่ง  AV ≅ 1  
 ค�า Rin สามารถเขียนไดGว�า 
 
          Rin = Rib // RTH     (4.41) 
 

RL

VCC 

Q1

R1

vin

C1

IS

C2

R2

 
รูปท่ี 4.5 วงจรขยายคอลเล็กเตอร�ร�วม 
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เม่ือ Rib คือค�าความตGานทานเสมือนท่ีขาเบสมีค�าเท�ากับ  
 
          Rib = Rib // RTH     (4.42) 
 
ค�า Rout มีค�าเท�ากับ 
 
         Rout = 1/gm                (4.43) 
  
ตัวอย#างท่ี 4.3 รูปท่ี 4.6 แสดงวงจรขยายคอลเล็กเตอร�ร�วม กําหนดใหGทรานซิสเตอร�ชนิด NPN มี β = 
100 VBE(on) = 0.7 V และ VA = ∞ จงหาค�า Av Rin และ Rout  
 

Q1

R1

R2 RE

vin C1

C2

vout

9.1 k

18 k 3.3 k

VCC = 12 V

 
รูปท่ี 4.6 วงจรขยายคอลเล็กเตอร�ร�วม 
 
วิธีทํา แรงดัน VTh = 8 V และค�า RTH = 6 kΩ สมมุติใหGทรานซิสเตอร�แบบไบโพล�าทํางานในย�านฟอร�
เวิร�ดแอคทีฟ กระแส IB มีค�าเท�ากับ 
 

           Th BE
B

Th E

V V
I

R Rβ

−
≅

+
               (4.44) 

 
เม่ือแทนค�าในสมการกระแส IB มีค�าเท�ากับ 
 

              
( )

8 0.7

6 100 3.3

V V

k k

−
=

+ ×Ω Ω
             (4.45) 

 
           = 21.72 µA 

 
กระแส IC มีค�าเท�ากับ 
 

        IC = βIB                  
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           = 100 x 21.72 µA = 2.17 mA               (4.47) 
 
ค�า gm มีค�าเท�ากับ  
 

          C
m

T

I
g

V
=                 (4.48) 

 

              
2.17

86.8 /
25

mA
mA V

mV
= =               (4.49) 

 
ค�า rπ มีค�าเท�ากับ  
 

          
m

r
g

π
β

=                       (4.50) 

 

             
100

1,152
86.8 /mA V

= = Ω               (4.51) 

 
Av มีค�าเท�ากับ 
 
          AV ≅ 1      (4.52) 
 
ค�า Rib มีค�าเท�ากับ  
 
          Rib = βRE      (4.53) 
 
              = 100 x 3.3 kΩ       (4.54) 
 
              = 330 kΩ   
 
ค�า Rin หาไดGจากสมการ 
 
          Rin = Rib // RTH     (4.55) 
 
              = 330 kΩ // 6 kΩ    (4.56) 
 
              = 6 kΩ 
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ค�า Rout หาไดGจากสมการ 
 
         Rout = 1/gm                (4.57) 
 
              = 1/86.8 mA/V     (4.58) 
 
              = 11.52 Ω 
 
ตัวอย#างท่ี 4.4 รูปท่ี 4.7 แสดงวงจรขยายคอลเล็กเตอร�ร�วม กําหนดใหGทรานซิสเตอร�ชนิด NPN มี β = 
100 VBE(on) = 0.7 V และ VA = ∞ ทําการหาค�า Av Rin และ Rout 
 

Q1

RB

RE

vin C1

C2

vout

220 k

3.3 k

VCC = 12 V

 
รูปท่ี 4.7 วงจรขยายคอลเล็กเตอร�ร�วม 
 
วิธีทํา เราเขียนสมการกระแส IB ไดGว�า  
 

                    CC BE
B

B E

V V
I

R Rβ

−
=

+
                 (4.59) 

 
เม่ือแทนค�าในสมการกระแส IB มีค�าเท�ากับ 
 

                    
( )

12 0.7

220 100 3.3B
V V

I
k k

−
=

+ ×Ω Ω
               (4.60) 

 
          = 20.54 µA 

 
กระแส IC มีค�าเท�ากับ 
 

        IC = βIB                   (4.61) 
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          = 100 x 20.54 µA = 2 mA               (4.62) 
 
ค�า gm มีค�าเท�ากับ  
 

          C
m

T

I
g

V
=                 (4.63) 

 

              
2

80 /
25

mA
mA V

mV
= =               (4.64) 

 
Av มีค�าเท�ากับ 
 
          AV ≅ 1      (4.65) 
 
ค�า Rib มีค�าเท�ากับ  
 
          Rib = βRE      (4.66) 
 
              = 100 x 3.3 kΩ       (4.67) 
 
              = 330 kΩ   
 
ค�า Rin เขียนไดGว�า 
 
          Rin = Rib // RB     (4.68) 
 
              = 330 kΩ // 220 kΩ    (4.69) 
 
              = 132 kΩ 
 
ค�า Rout ค�าเท�ากับ 
 
         Rout = 1/gm                (4.70) 
 
              = 1/80 mA/V     (4.71) 
 
              = 12.5 Ω 
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4.4 วงจรขยายเบสร#วม (Common base amplifier) 
 

รูปท่ี 4.8 แสดงวงจรขยายเบสร�วม (Common base amplifier) วงจรจะต�อขาเบสร�วมกับ
กราวนด� สัญญาณอินพุตเขGาท่ีขาอีมิตเตอร� และสัญญาณเอาต�พุตออกท่ีขาคอลเล็กเตอร� เม่ือวิเคราะห�
วงจรขยายเบสร�วมดGวยวิธีใชGวงจรเทียบเคียงสัญญาณขนาดเล็ก Av มีค�าเท�ากับ 

 

 
รูปท่ี 4.8 วงจรขยายเบสร�วม 

 

                   out
v m C

in

v
A g R

v
= ≅                (4.72) 

 
อัตราขยายกระแส (Ai) ของวงจรคํานวณไดGจากสมการ 

 
           Ai = -α = -1               (4.73) 

 
ค�า Rin มีค�าเท�ากับ 

 
          Rin = 1/gm                 (4.74) 

 
ค�า Rout มีค�าเท�ากับ 

 
         Rout = RC                     (4.75) 
 
ตัวอย#างท่ี 4.5 รูปท่ี 4.9 แสดงวงจรขยายเบสร�วม กําหนดใหGทรานซิสเตอร�ชนิด NPN มี β = 100 
VBE(on) = 0.7 V และ VA = ∝ ทําการหาค�า Av Rin และ Rout  
 
วิธีทํา เนื่องจากวงจรถูกไบอัสทางดีซีเหมือนกับวงจรในรูปท่ี 4.4 ดังนั้น ค�า gm = 48 mA/V Av มีค�า
เท�ากับ 
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รูปท่ี 4.9 วงจรขยายเบสร�วม 
 

                    out
v m C

in

v
A g R

v
= ≅                (4.76) 

 
              = 48 mA/V x 3 kΩ    (4.77) 
 
              = 144  
 
ค�า Rin มีค�าเท�ากับ 

 
          Rin = 1/gm                 (4.78) 

 
              = 1/48 mA/V     (4.79) 
 
              = 20.83 Ω  

 
ค�า Rout มีค�าเท�ากับ 

 
         Rout = RC                     (4.80) 
 
              = 3 kΩ 
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ตัวอย#างท่ี 4.6 รูปท่ี 4.10 แสดงวงจรขยายเบสร�วม กําหนดใหGทรานซิสเตอร�ชนิด PNP มี β = 100 
VBE(on) = 0.7 V และ VA = ∞ ทําการหาค�า Av Rin และ Rout ในรูปท่ี 4.10 (ก) 
 

RE

Q1

RC

voutC2

C1 vin

VEE = 5 V

1 k

500 

VCC = -5 V
  

       (ก)           (ข) 
รูปท่ี 4.10 (ก) วงจรขยายเบสร�วม และ (ข) การวิเคราะห�วงจรดGวยวิธีการ KVL 
 
วิธีทํา เพ่ือใหGการวิเคราะห�ไม�ซับซGอน เราสามารถเขียนวงจรใหม�ไดGดังรูปท่ี 4.10 (ข) สมการ KVL ลูปท่ี 
1 เขียนไดGดังนี้  
 

                    EE EB
E

E

V V
I

R

−
=                (4.81) 

 

                    5 0.7
4.3

1E
V V

I mA
k

−
= =

Ω
              (4.82) 

 
เนื่องจากกระแส IE ≅ IC ค�า gm มีค�าเท�ากับ  
 

          C
m

T

I
g

V
=                 (4.83) 

 

              
4.3

172 /
25

mA
mA V

mV
= =               (4.84) 

 
Av มีค�าเท�ากับ 
 

                    out
v m C

in

v
A g R

v
= ≅                (4.85) 
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              = 172 mA/V x 5 kΩ    (4.86) 
 
              = 860  
 
ค�า Rin สามารถเขียนไดGว�า 

 
          Rin = 1/gm                 (4.87) 

 
              = 1/172 mA/V     (4.88) 
 
              = 5.81 Ω 

 
ค�า Rout มีค�าเท�ากับ 

 
         Rout = RC                     (4.89) 
 
              = 3 kΩ 
 
4.5 ทรานซิสเตอร�ทํางานลักษณะสวิตช� (Transistor operating in switch) 

 

รูปท่ี 4.11 แสดงการต�อใชGงานทรานซิสเตอร�ลักษณะสวิตช� ซ่ึงทรานซิสเตอร�จะทํางานในโหมด
อ่ิมตัว โดยจะควบคุมแรงดันเอาต�พุตของ BJT ดGวยแรงดันท่ีขาเบส รูปท่ี 4.12 แสดงสัญญาณอินพุต
เทียบกับเอาต�พุตของวงจรในรูปท่ี 4.11 เม่ือปsอนสัญญาณพัลส�เขGาท่ีขาเบส (เสGนสีแดง) แรงดันเอาต�พุต
ท่ีขาคอลเล็กเตอร� (เสGนสีเขียว) มีลักษณะกลับเฟสกับสัญญาณอินพุต 

 

RC

Q1

vOUT

VCC

LED

vIN

 
รูปท่ี 4.11 วงจรท่ีใชGทรานซิสเตอร�ทํางานลักษณะสวิตช� 
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Time

0s 0.5ms 1.0ms 1.5ms 2.0ms 2.5ms 3.0ms
V(R1:1) V(R2:1)

0V

2.0V

4.0V

6.0V

Amplitude

 
รูปท่ี 4.12 สัญญาณเอาต�พุตเทียบกับอินพุต 
 
ตัวอย#างท่ี 4.9 การทํางานของวงจรทําไดGต�อไปนี้ และวาดสัญญาณเอาต�พุตขอวงจรในรูปท่ี 4.13 (ก) 
 
วิธีทํา รูปท่ี 4.17(ข) แสดงสัญญาณพัลส�อินพุตและเอาต�พุตของวงจรในรูปท่ี 4.13 (ก) เม่ือปsอนสัญญาณ
พัลส�เขGาท่ีขาเบส (vin) แรงดันเอาต�พุตท่ีขาคอลเล็กเตอร� มีลักษณะกลับเฟสกับสัญญาณอินพุต หลอด 
LED จะสว�างและดับตามสัญญาณอินพุต 
 

RC

Q1

vOUT

VCC = 2.5 V

LED

vIN

1Hz
2 Vp

1 k

   
          (ก)         (ข) 

รูปท่ี 4.13 (ก) วงจรสวิตช�ทรานซิสเตอร� และ (ข) สัญญาณอินพุต และเอาต�พุต 
 

แบบฝVกหัดท�ายบท 
  

1. ใหGอธิบายการทํางานวงจรขยายแบบอีมิตเตอร�ร�วม 
2. ใหGอธิบายการทํางานวงจรขยายแบบคอลเล็กเตอร�ร�วม 
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3. ใหGอธิบายการทํางานวงจรขยายแบบเบสร�วม 
4. ใหGอธิบายการทํางานของทรานซิสเตอร�ท่ีสังเกตไดGจากการทดลอง 
5. สัญญาณพัลส�ท่ีขาเบสของทรานซิสเตอร�อยู�ในช�วงใด LED จึงสว�าง เพราะเหตุได? 
6. รูปท่ี 4.24 (ก) แสดงวงจรขยายอีมิตเตอร�ร�วม กําหนดใหGทรานซิสเตอร�ชนิด PNP มี β = 100 

VBE(on) = 0.7 V และ VA = ∞ จงหาค�า Av Rin และ Rout  
7. กําหนดใหGรูปท่ี 4.24 (ข) วงจรขยายอีมิตเตอร�ร�วมมี β = 100 VBE(on) = 0.7 V และ VA = ∞  

จงหาค�า Av Rin และ Rout   

       
(ก)     (ข) 

รูปท่ี 4.24 วงจรขยายอีมิตเตอร�ร�วม (ก) ทรานซิสเตอร�ชนิด NPN และ (ข) ทรานซิสเตอร�ชนิด PNP 
 

8. รูปท่ี 4.25 (ก) แสดงวงจรขยายคอลเล็กเตอร�ร�วม กําหนดใหGทรานซิสเตอร�ชนิด NPN มี β = 
100 VBE(on) = 0.7 V และ VA = ∞ จงหาค�า Av Rin และ Rout 

9. รูปท่ี 4.25 (ข) แสดงวงจรขยายคอลเล็กเตอร�ร�วม กําหนดใหGทรานซิสเตอร�ชนิด PNP มี β = 
100 VBE(on) = 0.7 V และ VA = ∞ จงหาค�า Av Rin และ Rout 

10. รูปท่ี 4.26 (ก) แสดงวงจรขยายเบสร�วม กําหนดใหGทรานซิสเตอร�ชนิด PNP มี β = 100 
VBE(on) = 0.7 V และ VA = ∞ จงหาค�า Av Rin และ Rout 

11. กําหนดใหGรูปท่ี 4.26 (ข) วงจรขยายเบสร�วมมี β = 100 VBE(on) = 0.7 V และ VA = ∞  จง
หาอัตราขยาย Av ค�าความตGานทานอินพุต Rin และเอาต�พุต Rout  

12. ใหGวาดสัญญาณเอาต�พุตขอวงจรในรูปท่ี 4.27  
 



 73 
 

Q1

R1

R2 RE

vin

C1

C2

vout

500 k

500 k 10 k

VCC = 5V

  
รูปท่ี 4.25 วงจรขยายคอลเล็กเตอร�ร�วม (ก) ทรานซิสเตอร� NPN และ (ข) ทรานซิสเตอร� PNP 

 

 

RC

Q1

RE

vinC1

C2 vout

VCC = 5 V

500 

1 k

VEE = -5 V  
          (ก)                    (ข) 

รูปท่ี 4.26 วงจรขยายเบสร�วม 
 

Q1

RC

vout

VEE = 5 V

10 k

vIN

1Hz
2 Vp

LED

 
รูปท่ี 4.27 วงจรสวิตช�ท่ีใชGแอลอีดีแสดงผล 
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